Приложение 1
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Схемотехника и электроника»
Оценивание результатов при проведении экзамена 
Экзмен представляет собой испытание по результатам изучения курса на котором студент демонстрирует теоретические и практические знания по предмету. 
На результат испытания непосредственно влияет успеваемость в течение семестра: 
· В случае, если студент выполнил все лабораторные работы, то обучающемуся по билету задается 2 (два) теоретических вопроса и задача. 
· При наличии не выполненных/ не защищенных работ по недостающим работам проводится теоретический опрос по оформленным отчетам о лабораторных работах. По работе задается не более 1 (одного) вопроса по каждому пункту задания, но не более 3 (трех) Опрос завершается при первой неудовлетворительной защите.
Ответ студента оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. Наличие правильно решенной задачи. 
Оценка «хорошо» -  твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы. Наличие правильно решенной задачи.
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. Наличие правильно решенной задачи.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправильных ответов превышает количество допустимых для положительной оценки. Задача решена неверно.
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется при нарушении регламента промежуточного испытания (попытка списывания) или в случае, когда студент не в состоянии пройти устный опрос по невыполненным лабораторным работам.
Перечень вопросов к экзамену
1. Построить входную и нагрузочную характеристики для ФЛС1 и найти по ним N. Транзистор р-п-р; U1 <= - 3B; U0 >= - 0.1B ;  = 10 ; Iк0 =0.1mA ; Uбэн = -0.4B  ; Uкэн = -0.2B ; Uбпор = 0B ; R1=1,3К; R2=10K; Rk=2K; En=-12В; Eб=+3В.
2. Построить входную и нагрузочную характеристики для ФЛС1 и найти по ним N. Транзистор n-p-n; U1 <= 2,2B; U0 >=  0.6B ;  = 25 ; Iк0 =0.01mA ; Uбэн = 0.8B  ; Uкэн = 0.2B ; Uбпор = 0.4B ; R1=2К; R2=7K; Rk=2.5K; En=8В; Eб= -4В.
3. Как влияет величина смещения (Еб, R2) в транзисторных ключах 1 и 2 типа на коэффициент разветвления по выходу?
4. Построить ХВВ для N=0 и N=1. Транзистор n-p-n; U1 <= 2,2B; U0 >=  0.6B ;  = 25 ; Iк0 =0.01mA ; Uбэн = 0.8B  ; Uкэн = 0.2B ; Uбпор = 0.4B ; R1=2К; R2=7K; Rk=2.5K; En=8В; Eб= -4В.
5. Работа ФЛС1 на аналогичные схемы. Расчет выходного каскада.
6. Расчет входного каскада для ФЛС1. Условие насыщения. Условие запирания. Степень насыщения.
7. Оценка помехоустойчивости для ФЛС1. Помехоустойчивость по “1” и по “0”.
8. Зависимость быстродействия выключения ключа второго типа от величины подключаемой нагрузки.
9. Определить степень насыщения S при Uвх=U1мин для ФЛС 1. Транзистор n-p-n; U1 <= 2,2B; U0 >=  0.6B ;  = 25 ; Iк0 =0.01mA ; Uбэн = 0.8B  ; Uкэн = 0.2B ; Uбпор = 0.4B ; R1=2К; R2=7K; Rk=2.5K; En=8В; Eб= -4В.
10. Определение коэффициента разветвления по выходу схем ТТЛ на основании выходной нагрузочной и входной характеристик. Привести качественный пример.
11. Определение коэффициента разветвления по выходу на основании выходной нагрузочной и входной характеристик ключа второго типа.
12. Типы подключаемой нагрузки и сравнительный анализ характеристик при нагружении.
13. Зависимость степени насыщения ключа второго типа от нагрузки.
14. Каково влияние β и Iк. доп. транзистора на нагрузочную способность ключей первого и второго типа.
15. Определить степень насыщения транзистора при N=0 и 1 для ФЛС2. Транзистор n-p-n; U1 <= 2,8B; U0 >=  0.3B ;  = 30 ; Iк доп = 40mA ; Uбэн = 0.8B; Uкэн = 0.2B ; Uбпор = 0.4B ; Uд = 0.8B; Uд пор = 0.4B; R1=3К; R2= 7K;  Rk=1.5K; En=5В; Eб= -3В.
16. Определить Nмакс(Максимальный коэффициент разветвления по выходу) для ФЛС2. Транзистор n-p-n; U1 <= 2,8B; U0 >=  0.3B ;  = 30 ; Iк доп = 40mA ; Uбэн = 0.8B; Uкэн = 0.2B ; Uбпор = 0.4B ; Uд = 0.8B; Uд пор = 0.4B; R1=3К; R2= 7K;  Rk=1.5K; En=5В; Eб= -3В.
17. Влияние величины резисторов входного каскада ключа первого типа на помехоустойчивость.
18. Анализ входного каскада для ФЛС2.
19. Оценка помехоустойчивости ФЛС2. Влияние величины резисторов входного каскада на помехоустойчмвость. 
20. . Схемы с открытым коллектором. Рассчет Rk.
21. Как влияет величина смещения (Еб, R2) в транзисторных ключах 1 и 2 типа на коэффициент разветвления по выходу при изменении их в источнике сигнала?
22. Как влияет величина смещения (Еб, R2) в транзисторных ключах 1 и 2 типа на коэффициент разветвления по выходу при изменении их в приемнике сигнала?
23. Каково влияние β и Iк транзистора на ХВВ в ключе второго типа.
24. Влияние нагрузки на помехоустойчивость в ключах первого и второго типа.
25. Влияние R2 и Еб на Uп в ключе второго типа. 
26. Комбинированный RS-триггер.
27. Двухступенчатый D-триггер на элементах И-НЕ.
28. Двухступенчатый RS-триггер. Схема с запрещающими связями. Достоинства и недостатки.
29. Синхронизируемые одноступенчатые RS-триггеры с асинхронными входами установки на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Их функциональное обозначение.
30. D-триггер. Прозрачность D-триггера, анализ временных параметров. Исключение прозрачного интервала.
31. Сдвиги (типы). Сдвигатель на двухступенчатых и динамических триггерах.
32. Динамическое кодирование. Работа триггера К155ТМ2.
33. Одноразрядный синхронизируемый суммирующий счетчик. Построить 6-ти разрядный синхронизируемый инкрементор с последовательным переносом на JK-триггерах. Определить t мах.
34. Одноразрядный несинхронизируемый суммирующий счетчик. Построить 6-ти разрядный несинхронизируемый инкрементор с параллельным переносом на JK-триггерах. Определить t мах.
35. Принцип действия динамического входа синхронизации в триггерах RS и D.
36. Одноразрядный несинхронизируемый суммирующий счетчик. Построить 6-ти разрядный несинхронизируемый инкрементор с групповым переносом на JK-триггерах. Определить t мах. (q=3)
37. Сдвиги (типы). Управление сдвигами на разное количество разрядов. Использование мультиплексоров.
38. Одноразрядный несинхронизируемый декрементор. Построить 6-ти разрядный несинхронизируемый декрементор с последовательным переносом на Т-триггерах. Определить t мах.
39. Работа триггера К 155 ТВ1. Помехоустойчивость.
40. Построить 32-х разрядный сумматор с параллельно-групповым переносом на микросхемах ИП3, ИП4. В группах по 12 разрядов.
41. Накапливающий счетчик. Счетчик с параллельным переносом (синхронизируемый). Построить 4-х разрядный счетчик с параллельным переносом на JK-триггерах. Определить t мах.
42. Построить 48-ми разрядный сумматор с параллельно-параллельным переносом на микросхемах ИП3, ИП4.
43. Параллельный сумматор со сверхпараллельным переносом. Построить 24-х разрядный сумматор со сверхпараллельным переносом на ИП3 и ИП4.
44. Параллельный сумматор со сверхпараллельным переносом. 16-ти разрядный сумматор со сверхпараллельным переносом на микросхемах ИП3 и ИП4.
45. Построить 6-ти разрядный сумматор с последовательным переносом на микросхемах К155ИМ2. Указать время суммирования.
46. Десятичные счетчики. Счетчик с переменным модулем пересчета.
47. Подготовительные функции нулевого, первого и последующих порядков. Их цель, различия и сходство.
48. Построить 64-х разрядный сумматор с параллельно-групповым переносом на 16 микросхемах ИП3 и 4-х микросхемах ИП4. Определить tмах.
49. Построить 8-ми разрядный вычитатель на микросхемах ИМ3 и ЛН1.
50. Сумматор с параллельным переносом. Принцип построения на примере микросхем малой степени интеграции.
Задачи к экзамену
Определить – что делает схема и какой на выходе получится результат
Входные данные и необходимые временные диаграммы преподаватель формирует на экзамене.
Схема 1
[image: image1.png]Wax

o)

B

KISSHE?

i [

2|

. 7]

N 1]

D3|

4|

FoR

e

KISSHPIS

3

i,

D3|

5|

7|

10

i

L‘J‘f TTTT

)
o0
D!
D2
i
i
s
i
7|
Ios|
i<l
v
kil
3

12

13

|

14

o)

15

1

16

2|

17

3|

18





Схема 2
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Схема 3
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Схема 4.
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Схема 5
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